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はじめに 

電流誘起磁化反転現象は、Magnetic random access memory (MRAM)に代表される磁気デバイスの記録書き込

み技術として幅広く研究開発が行われている。記録書き込み時と読み出し時の電流経路が異なる 3端子構造

は、記録読み出し時の誤書き込みが無いという利点がある。本講演では、フリー層に垂直磁気異方性を有す

る Ta/CoFeB/MgO積層膜を用いた 3端子磁壁移動型MRAMを試作・評価し、フリー層の磁化反転機構につい

て調べた結果を述べる。 

3端子磁壁移動型MRAM 

Fig. 1に試作した磁壁移動型MRAMの概念図と測定配

置を示す。磁化の向きが固定されている 2つのハード層

がフリー層の直下に設置されている。2つのハード層は磁

化の向きが互いに反平行な状態であり、ハード層からの

漏洩磁場によってフリー層の磁化方向を制御することで、

フリー層に単一の磁壁を導入することができる。記録書

き込み時には 2つのハード層間にパルス電流を印加し、

読み出し時にはハード層とMTJ層の間に電流を印加して

MTJ抵抗値を検出する。フリー層線幅 130 nmにおいて、

書き込み電流値 0.16 mAの低電流書き込み、およびMR

比 80%の良好な読み出し特性を得ている 1)。しかしなが

ら、ハード層境界に導入された磁壁が電流駆動していると仮定すると、その方向は電流と同方向であること

になる。上記の磁壁移動方向は、報告されている CoFeBフリー層の磁壁移動方向と逆である 2)。フリー層の

磁化反転機構を調べるため、フリー層のみの場合の磁壁電流駆動現象を電気的検出および磁区観察、および

3端子素子の電流-抵抗特性におけるハード層磁化方向依存性を調べた。その結果、電流印加による磁壁生成

とその磁壁の駆動によってフリー層の磁化反転が完了していることが明らかとなった 3)。 
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Fig. 1 Schematic illustration of the three-terminal 

DW device and experimental setup. 
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